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近接場光エッチングによりダイヤモンドや

ガラスの平面基板の平坦化が可能であること

が報告されている[1][2]。また、近接場光エッ

チングにより平面基板だけでなくナノグレー

ティング構造にもその効果があることが報告

されている[3]。いずれの場合もレーザーを用

いているため、本研究では LEDによる近接場

光エッチングの効果を検証した。 

エッチング用のサンプルとして、グレーティ

ング構造を用いた。グレーティングの材料は

MMA と TiO2の混合物である[4]。エッチング

用の光源として 310 nm （パワー密度 5 

mW/cm2）の LEDを用いた。エッチング時間は

30分、60分、90分とした。エッチング前後の

グレーティングの様子を原子間力顕微鏡

(AFM)で観測した。 

Figs. 1(a)(b)にエッチング前と90分後のAFM

像を示す。また、Fig. 1(c)に Fig. 1(a)(b)の AFM

像の断面図を示す。LED によるエッチングに

よりグレーティングの高さが、およそ 60 nmか

ら 40 nm程度に低くなり、幅もまた減少してい

ることがわかる。エッチングレートの評価のた

めに AFM像中の任意の 4か所を選び、グレー

ティングの山の断面積の平均値を求めた。Fig. 

2にこの断面積の時間依存性を示す。はじめの

30 分間で急速にエッチングが行われ、以降は

穏やかに変化し収束していくことがわかる。エ

ッチングレートが収束していく理由としては、

グレーティングの材料である混合物中の有機

物が削られ、組成が TiO2のみとなりエッチン

グが停止したと考えられる。 
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Fig. 1 AFM images (a) before and (b) after 

near-field etching. (c) Cross sections of (a) and (b). 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Time dependence of cross sectional area 
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